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Os transistores de efecto campo baseados en nanofios de silicio (SINWTSs) son firmes candidatos a substituir aos
transistores actuais en xeracions tecnoléxicas futuras con lonxitudes de canle proximas aos 10 nm. Na simulacion de
transistores destas dimensidns é necesario usar técnicas que tefian en conta a natureza cudantica do transporte. Un

dos formalismos mais estendidos para realizar estas simulacions é o das funcions de Green fora de equilibrio (NEGF). Un
dos principais retos para simular os transistores esta en considerar todos os mecanismos de dispersién que xogan un
papel relevante no transporte de portadores nestes transitores, xa que a sUa inclusion leva a un gran aumento dos
recursos computacionais necesarios. Nesta charla describiranse brevemente o formalismo asi como a implementacion
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